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Germanowa dioda warstwowa o kwadratowej zależności
prądu przewodzenia od napięcia

Przedmiotem wynalazku jest germanowa dioda
warstwowa o kwadratowej zależności prądu prze¬
wodzenia od napięcia.
Znane i stosowane dotychczas przyrządy pół¬

przewodnikowe o kwadratowej zależności prądu
przewodzenia od napięcia nie są oparte na działaniu
złącza p-n. Kwadratową zależność prądu od na¬
pięcia uzyskuje się w przyrządach, w których
przepływ prądu ograniczony jest ładunkiem prze¬
strzennym, przy czym zależność ta jest słuszna tylko
w pewnym zakresie charakterystyki.
Wynalazek stawia sobie za cel opracowanie przy¬

rządu półprzewodnikowego opartego na działaniu
złącza p-n, w którym zależność prądu przewodze¬
nia w funkcji kwadratu napięcia obejmuje co naj¬
mniej dwie dekady prądowe.
Cel ten według wynalazku osiągnięto przez wy¬

konanie diody z germanu o dwóch złączach p-n
i 1-h, w której grubość obszaru bazy musi być
większa od długości dyfuzyjnej nośników mniej¬
szościowych w tym obszarze, a kontakt bazy sta¬
nowi złącze 1-h, przy czym grubość obszaru „h"
jest większa od odpowiadającej mu długości dy¬
fuzyjnej nośników mniejszościowych.
Germanowa dioda według wynalazku zostanie

objaśniona bliżej na podstawie rysunku.
Dioda składa się z dwóch złącz p-n i 1-h, przy

czym złącze 1-h spełnia rolę kontaktu bazy b. Gru¬
bość W obszaru bazy b jest większa od długości
dyfuzyjnej nośników mniej szoścowych w tym
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obszarze, natomiast grubość obszaru „h" złącza
1-h jest większa od odpowiadającej mu długości
dyfuzyjnej nośników mniejszościowych. Ponieważ
zawsze istnieje rozrzut parametrów diody, wyni¬
kający z rozrzutu parametrów półprzewodnika
i innych stosowanych materiałów, można dokonać
korekty charakterystyki diod przez zmianę średnic
0 i 0Jh złącz p-n i 1-h na drodze trawienia elek¬
trolitycznego tych złącz.

Zastrzeżenia patentowe

Germanowa dioda warstwowa o kwadratowej
zależności prądu przewodzenia od napięcia, za¬
wierająca dwa złącza p-n i 1-h, znamienna tym,
że grubość (W) obszaru bazy (b) jest większa
ód długości dyfuzyjnej nośników mniejszościo¬
wych w tym obszarze, a grubość obszaru „h"
złącza (1-h) spełniającego rolę kontaktu bazy jest
większa od odpowiadającej mu odległości dyfu¬
zyjnej nośników mniejszościowych.

Germanowa dioda według zastrz. 1, znamienna
tym, że korekcja charakterystyki prądowo-napię-
ciowej uzyskiwana jest przez zmianę średnic
złącz (p-n) i (1-h).
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